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LI IKUII' UT .женониронииmi приводит в зависимости от тина плепок к уво-
.чнчсипю, и .мг , наоборот, к уменьшению оптической плотности, В данной
работе будет рассмотрено действие тг.э .н. па толстослойные вдерни®
амульсни (50— ДОО и ! , в которых TIJIIJ положении поли бегло обнаружено
PHlptfuвдьное уничтожение скрытого изображения, созданного нонипиру¬

ющим Излучением (а, р, илектроны. iротоны ) I . Между тем к послед¬

ит двух работах не г i н;п я ни рос о судьбе исчезнуюного скрьг ого
пзобр ; ;кешш, которое могло либо исче .шуть вообще, ыби щщ-ти ламлсин
ропаты я а микрон [нптал.чих , Кроме того, преде гаелист также интерес
выяснить действие н.з .и . на. нрилоспые центры (центры чувствительно
сти). Настоящая работа посвяшсгтд исследованпт имипт нттг nnnpocnn.

Е соответствии с известным ни ряда исследований фактом ( 5, с ) и воз ¬

можном порераспредо ешм поверхноетЕигго изображении г i ыбк мнкро-
Крнстдллов AgBr , ними был проведен экойершист но разделению глу
биннт’о н поверхностного скрытого пэббражетгпя по методике, предло¬

женной Хеннмаисш ( т ) .
]мульснопin,те слои типа Ш IКФП-ПР,, толщиной *100 к , облученные

на Ереванском синхротроне электронным пучком с = '6 Гэг п интен¬

сивностью 10' частиц 'ему подвергались воздействию ?.M.55. напряжен¬

ностью in ву'см н |рряп. |илист- обычным способом. Длптольтюсп ?<

ry. ib. ii л — Ю н ссь. при частоте срабатывании ДП- 10П ипшульсон и ! мн-
ИУту -

Каи видно из микрофотографии (см . рис. 1 нм вкл . к стр. . >97), ИХ > им¬

пульсов и,л. гг . приводят практически к полной потере следов ролитипист
ских . юктронон в обраблтынаемих мпнх . Следует 1 заметить. чти цолучеи-

ыипые подтвердилпев и . . i i . - . > облучения слоев л-мезонэми ir

прогонами высоких энергий (см. табл . I ) . Если п поле ирония по iiccii глу
било контрольного с гоя просят икается более Й1) следов, m после (сйстквн
поля к нем ( < гнетен 2— 3 следа - и. гем плотности . порте погпрттгпчаю
шлхеи как зерновой фии вуали, чем с год частицы.

Если те же рабочие слип пропили ь, юл р .лупег, глубинным проявите
.чем, то картина резко меняется, а именно: удается выявить около 80 г:.
ролптш!пстекнх следов ио сравнению с имеющимися 2 контрольном слое.
Этот факт позволяет утверждать, что под действием п .з.н. происходит
смещение поверхностного ( крытого изображения в глубь микрокристалла.
Однако при игом следует убедиться и том, чго в условиях нашего эКСие-
рпмента глубинное изображение вообще отсутствует а контрольных
слоях. Для зтшо поверхностное скрытое изображение в них прелваритель¬

ни окислялось раствором красной кровяной еодн н затем проявлялось
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глубинним проявителем. Выявление п лаяаом случае только зернового
фона вуали без видимых следов (табл, 1 } свидетельствует об отсутствии
скрытого изображения н глубине мнкрокристаллов AgBr и тем самый
указывает на то, чти наблюдаемое в рабочих слоях внутреннее изобра ¬

жен иге создано исключительно благодаря и.з,п.т снособетвующоиу переме¬

щению поверхностного изображенгя п глубь зерня.
Т а б л и ц а 1

Изменение фотографическиi паргшичров эмудЕлиоииизс
слоев. облученных и-полами и дротонлм! .

гго.д дайогвпем ir .a.n .

Вия
Каятрольяы» слои Рабочее СЛОЙ

npQFUklfHKHFl
ЧИСЛО С.1СДОИ Wlfflt -3 ни.ю следов луыо ц

Обычный
ГлуЙИП1ГЫЙ

31*0,5 20,3 4:0,3 3 to,03
25 tO,5

tиз 1- 0 ,1
ЗМ ±М

Отдельпа я серия опытов была посвящена неследованию везде ireгния
л.о.н. ля необученные слои с целью выяснения поведения примесных
центров в электрическом поле. Для ятого после наложения на слои и .о, гт.
напряженностью [ О'1 в/см оно облучались .1.4актрокимм пучком о Е —— Ган и обрабатывались но указанной методике. Как п 5* предыдущем
опыте, только при глубинном проявлении были обнаружены электрон¬

ные следы, около 7l I— 80 % от числа электронов в контрольном с,лог ,

Такой резу и .ют становится понятным, если предположить , что мно¬
гократное наложение и .з.п. по аналогии с денсгинем юс ни центры скры¬

того изображения способствует росту числа глубинных примесных цен ¬

тров .м счет разрушенных поверхностных. Наблюдаемое одичав ю по¬
ведение центров скрытого изображения о примесных центров под
Действием и.э.гт, позволяет считать, что это центры состоят из свобод¬

ного серебра. П -то хорошо согласуется с представлениями Чпбксова ( ®)
в пользу серебряной природы ггримесных центров в эмульсионных кри¬

сталлах .
Таким образом, о ,о , о, способствует перемещению фотооптического-

серебри скрытого изображения л серебряных примесных центров < по¬

верхности мшфокрцсталлов Л^Бг н докаливании тгх в глубине зерна. По¬

пытаемся теоретически объяснить наблюдаемый эффект с помощью сле¬

дующего механизма. Под действием и .о .л. электроны, совершая работу
выхода , рапную для серебра 1,8 эв. отрываются от центров скрытого изо ¬

бражения, ряспохожеиных в основном на поверхности микрокрпс галла.
Как было отмечено выше, электрическое поле действует и на при¬

месные центры, распределенный как но поверхности, так тг в глубине
кристалла с убывающей п ютиостью р„ ( п ) . Онео нм эффективное расстоя¬
ние Ad. дальше которого примесные центры практически отсутствуют ,
Б работе ( 5 ) приведена кривая зависимости р от ,\у / г . При \> - ÿ™~ 0,65 величина fi становится равной пулю. Для нашего случая кри¬

сталлов кубической формы г d\ где d — размер мпкрокристалла , рав-
мы ii 0,40 -0,4.г) и \r -= йсг W. ( лчеднжателыш, ?@8;8B5HBA центры будут
отсутствовать при 3(E&df d* — 0,Й5, т. с. при Ad 0,1 о. Таь;.ос же знача
ппо для глубины распределения примесных центров чувствительности
было получено различными методами Кальнансоя (|Л ) тт Богомоло¬

вым ( и ) .
Механизм действия ноля на примесные центры, вероятно, такой же,

как и но центры скрытого изображения. Однако преобладаю м будет
отрыв электронов г поверхностных примесных центров, во-первых , по¬

тому , что п \ вообще больше и, во-вторых , из-за меньшей напряженное in
пол и внутри крист Е )ллa a г — 13 рал . Освобожденные полем олеКтроПЬЕ
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с катодной стороны кристалла направятся и глупы в то время как с про¬
тивоположной грани навстречу ям будут двигаться ионы серебра.

1.1 соответствии г1 указанным в работе ( t:) существованием максимума
на кривой вероятности захвата электронов примесными центрами п.э.п.,
видимо, способствует захвату, сообщая электронам энергию и переводя
их в область этого максимума. Закрепившиеся ни новых глубинных
центрах электроны будут притягивать попы серебра, образуя тем самым
центры скрытого изображения уже в глубине кристалла.

Ввиду разной подвижности электрона р ,- и иона и* пути , проходимые
ими за одинаковые промежутки времени, не . раины и относится как их
подвижности . Взяв значение рп = 0,2 смув - еек , а для р „ = 0,02 см1,'в -сен
( 13) , получим среднее значение пути , пройденного ионом ~ 400 Л от анод¬

ной стороны кристалла. Очевидно, н этой области и произойдет образо¬

вание новых центров скрытого изображения и примесных центров вместо
старых , разрушенных и.э.п. По-видимому, вновь образованное глубиинпп
изображение тг примесные центры при последующем наложении импуль¬

сов поля нс должны разрушаться, исходя из того, что электрическое ноле
внутри кристалла в к раз меньше, чем на поверхности, и что глубинные
центры термически более устойчивы.

Интересно отметить, что обнаруженный и исследованный нами эф¬
фект сдвига поверхностного изображения в глубь зерна подобен фото¬
графическому эффекту Гертеля и перераспределительному старению (*),
наблюдаемому в ядерных эмульсиях.

Авторы выражают благодарность чл.-корр. ЛН СССР, ироф. К. В. Чя-
бисову за интерес, проявленный к работе.
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